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直 接 経 費 間 接 経 費 合　 計
平 成 17年 度 30，600，000 9，180，000 39，780，000
平 成 18年 度 4，400，000 1，320，000 5，720，000
平 成 19年 度 4，300，000 1，290，000 5，590，000
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